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ـــانزیتر  یکاربردها از یکی مَالعه یندر ا  ـــاحه اثر تورس  کنندۀیتتقو مدارهای همانا که ،(JFET)س

نال ـــیگ ناوب ورودی س عه اســـت (AC)مت َال ته موردم قایســـه آن هدف و قرارگرف  مدارهای بین م

سط هاآن سازییهشب و کنندهیتتقو ست Multisimافزارنرم تو سط تا ا  را مربوطه تئوری آزمایش تو

ــتی ــنادی تحلیل روش به عاتاطلا  تحقیق یندر ا نماید. ییآزما راس ــدهیگردآور  اس  ولا قدم در و ش

ص های فورمول یعهرذ و بررسی یتئور  صورتبه کنندهیتتقو یمدارها تا شده سعی ضی تو  یفریا

ـــونــد، ـــتور کننــدهیــتتقو یمــدارهــا دوم گــام در ش ـــط JFETترانزیس  Multisimافزارنرم توس

ــب ــازییهش ــدهس ــان مَالعه این نتایج .اندش ــتور با که دهدمی نش ــه توانمی JFETترانزیس  مدار نوع س

ش «سو رس» مدار از: اندعبارت که کرد طراحی ورودی هایسیگنال کنترول و تقویت منظوربه  ترک،م

شترک «گیت» مدار شترک. «درن» مدار و م شترک «سو رس» مدار م  مدار از و ولتاژ تقویت منظوربه م

 از چنانهم و شــودمی اســتفاده ورودی جریان و ژولتا کنترول به هدف مشــترک «گیت» کنندۀیتتقو

شترک «درن» کنندۀیتتقو مدار ستفاده ورودی جریان آوردن پایین برای م ست .شودمی ا  این ردآو  د

سی اول قدم در مَالعه ست کنندهیتتقو یمدارها یکیتئور برر  ارهایمد سازییهشب دوم قدم در و ا

 یهاجنبه و یکتئور مباحث میان تواندمی یخوببه که اســت Multisim افزارنرم توســط کنندهیتتقو

ــا مجازی لابراتوار همان درواقع کنندۀیتتقو دارهای تئوری تجربۀ کند، برقرار رابَه آن عملی  که تس

 د.ببخشن عینی و عملی جنبه یکتئور مباحث به بتوانند هاتا آن کندمی کمک محصلان به

 «درن» کنندۀتیتقو و مشــترک «گیت» کنندۀیتتقو ک،مشــتر  «رسســو » کنندۀیتتقو :کلیدی کلمات

 مشترک.

 مقدمه

 هایاملح از استفاده با فقط که است یقَبتک ترانزیستور یک (JFET) ساحه اثر پیوندی ترانزیستور 

ــتور این ،کندمی کار اکثریت ــاخته P و N نوع یهادمهین از نیز ترانزیس ــدهس  چون هایپایه دارای و ش

 نوع سه هب ترانزیستور این هایپایه تعداد به با توجه جریان و ولتاژ ،باشدمی «گیت» و «ندِر » «سو رس«

شند،می ستور این با  هایسیگنال نندۀک کنترول و کنندهتیتقو ثیبه ح الکترونیکی یمدارها در ترانزی
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 او مني فصل بيدو کال د  ۱۴۰۲د  ګڼه، لومړۍکال،  لومړۍمجله،  ۍڅېړنیزه شپږ میاشتن -علمي د عینک لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې

ـــو » و جریان منابع ثیبه ح عنوانبه همچنان و ورودی  رخوردب ۀملاحظقابل جایگاه از ،«چنگ یس

 کنندۀ کنترول و کنندهتیتقو مداری یکارکردها مقاله نیدر ا .(Yan, Zhao, and Liu 2022)اســـت

 .انددهیگرد آزمایش ،Multisim افزارنرم توســط و قرارگرفته موردمَالعه ورودی متناوب هایســیگنال

 در ازیمج لابراتوار عنوانبه ورودی هایســـیگنال کنندۀ کنترول و کنندهتیتقو مدارهای هایآزمایش

ــ و محققان به عالی تحصــیلات نهادهای در حقیقی مجهز لابراتوار موجودیت عدم  مکک جویاندانش

 و ودهب برخوردار خاص اهمیت از رونیازا کنند، برقرار رابَه عملی و کیتئور مباحث میان تا کندمی

 و یســـوادکوه .شـــودمی شـــمرده هااولویت از ســـاینســـی علوم در کامپیوتری مدلین یســـاز نهینهاد

 وزارت مخصوص که اندنموده تألیف ۱۴۰۰سال در را"پایه فنی دانش " عنوان تحت کتاب شهمکاران

ــلامی جمهوری آموزش ــت، ایران اس ــتورها جایگاه کتاب، یندر ا اس ــنعت در ترانزیس  یکونالکتر  ص

ـــ ته یموردبررس ـــط الکترونیکی یمدارها و قرارگرف  Multisimازجمله کامپیوتری یهاافزار نرم توس

 یمدارها در هار ترانزیستو  از چگونه که دهدیم توضیح یخوببه کتاب این محتوای ،اندشدهسازییهشب

ــد به الکترونیکی ــتفاده مختلف مقاص ــوادکوهی اس  که مقاله (.۱۵8 ،۱۴۴ :۱۴۰۰همکاران، و نمایم)س

ــوان تــحــت  Experiment teaching of digital electronic technology using عــن

Multisim 12.0 توسط Qiu-xia Liu شر  2014 سال در  کاربرد به مربوط هایسازییهشب شدهمنت

 عنوانبه توانیم یخوببه یستورهاترانز از که دهدمی نشان تحقیق این نتایج داده، انجام را یستورهاترانز

ــتفاده الکترونیک یمدارها در یانو جر ولتاژ هایکنندهیتتقو  تحقیق این .(Liu.Qi,2014:38)کرد اس

ــدهانجام منظوربه این به ــتور مهم یکاربردها تا اســت ش ــاحه اثر ترانزیس  مدارهای ازجمله ،(JFET)س

 تا شوند آزمایش Multisim افزارنرم توسط ورودی متناوب هایسیگنال کنندۀ کنترول و کنندهیتتقو

 سازیهیشب توسط دیگر طرف از و شدهیکتفک هم از الکترونیک صنعت در هاآن نقش طرفیکاز

 گیرد. قرار آزمون معرض در آن یتئور  مباحث مدارها،

 کار روش و مواد

 قتحقی یندر ا اســت. اســنادی بررســی اطلاعات یآور جمع ازنظر و کاربردی هدف ازنظر هذا قیقتح 

 مکک به ترانزیســتوری یمدارها خصــوصــیات ســپس و یگردآور  اســنادی تحلیل روش به اطلاعات

 ،یر تئو  مباحث آزمایش منظوربه ادامه در ،اندشــدهیبررســ ییســهمقا صــورتبه ریاضــی هایفورمول

ستورتر  یمدارها ستبه یهاداده و اندشدهسازییهشب Multisimافزارنرم توسط JFETانزی  از آمدهد

 .اندشده مقایسه باهم سازییهشب

  (Common source-CS)مشترک «سو رس» ۀکنندتیتقو مدار

شترک) «رسسو » JFETکنندهتیتقو مدار یک   با منبع (هیخود تغذ)سرخود بایاس با Nبا کانال (CSم

 است)شبانی شدهداده نشان (۱شکل) در شده کوپل ترانزیستور گیت به خازنی صورتبه که AC جریان

ــتور گیت نکهیا هدف به GRمقاومت مدار نیدر ا (.:۱۲۱۱۴۰۰همکاران، و  0Vدر تقریبا   را ترانزیس
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سیار GSSI)زیرا دارد نگه DC ولتاژ ست(، کوچک ب ستور گیت معکوس جریان GSSIا  JFET ترانزی

ستور که شودمی یر یگاندازه وقت است شته قرار معکوس بایاس در ترانزی  با افت ایاسب ولتاژ باشد، دا

SR ـــودمی ایجاد ق ،3Cپاس بای خازن ،ش ـــیگنال در را SRاومتم  و ،کندمی پاسبای (AC)س

al. et Amlani )سازندمی جدا دیگر هایطبقه از DC ولتاژ ازنظر را کنندهتیتقو 2Cو1Cهایخازن

2006). 

 
 . (Thomas L. Buchla. 2014مشترک) سو رس کنندۀتقویت مدار (۱شکل)

سان خود (Q) کار نقَه از پایین و بالا به «رسسو  -گیت» ولتاژ شودمی باعث ولتاژ سیگنال   و کند نو

ـــان باعث  افزایش نیز DRمقاومت در ولتاژ افت «درن» جریان افزایش با شـــود، «درن» جریان در نوس

ـــبت «درن» ولتاژ کاهش باعث که یابدمی ـــودمی زمین( به )نس  -گیت» با ولتاژ فازهم «درن» جریان .ش

 شــدهداده نشــان (۱شــکل) در که طورهمان ،کندمی نوســان خود Q نقَه مقدار پایین و بالا در «ســور

ــت، ــو  – درن» ولتاژ اما اس  از خارج خود Q نقَه مقدار پایین و بالا در درجه ۱8۰ فاز با تفاوت «رسس

ـــو  -گیت» ولتاژ با فاز  کنندهتقویت جریان بهره ، (Thomas L. Buchla,2014)کندمی تغییر «رسس

 است: زیر تصور به مشترک رسسو 

(1)out
v
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V
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V
  

 Multisim توسط مشترک سو رس کنندهیتتقو مدار آزمایش

عات ضـــمن در و نموده آماده را Multisimمحیط اول مدار، آزمایش منظوربه   از را ازیموردن قَ

 .(Aung, Lwin, and Tun 2015)کنیممی فراخوانی Multisim کاری محیط در مربوطه کتابخانۀ

 :انددهیگرد درج زیر جدول در آزمایش نیدر ا ازیموردن قَعات تئوری طبق
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 او مني فصل بيدو کال د  ۱۴۰۲د  ګڼه، لومړۍکال،  لومړۍمجله،  ۍڅېړنیزه شپږ میاشتن -علمي د عینک لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې

 مشترک رسسو  ۀکنندتیتقو مدار یساز هیشب در ازیموردن قَعات مشخصات (۱)ل جدو 

 تعداد قطعه مشخصات قطعه نام شماره

 N 1با کانال FET ترانزیستور 1

 Oscilloscope 1 اسیلوسکوپ 2

 Virtual Capacitor 3 خازن 3

 AC_VOLTAGE 1 متناوب سیگنال منبع 4

 Virtual Resistor 4 مقاومت 5

 TTL Suplly(VCC) 1 ولتاژ منبع 6

 Multimeter 2 متر ملتی 7

 Ground 1 زمین به اتصال 9

ـــاهده مورد هایداده کنیممی اجرا برنامه مدار، در قَعات ونشاز  بعد یتئور  طبق ـــیگنال مش  هایس

نه ازنظر یو خروج ورودی قاد فاز، و دام تاژ ریم ) مؤثر ول )rmsV جریان و(I)، خروجی و ورودی در 

 باشند.می

 
 Multisim توسط JFETترانزیستور مشترک «رسسو » کنندۀتقویت مدار آزمایش (۲شکل)

 به موج و خروجی ســیگنال آبی رنگ به موج ،(XSC1)اوســولیســکوپ اســکرین روی (۲شــکل) در

 مقدار یساز هیشب نیدر ا دارند، فاز تفاوت ۱8۰ اندازهبه هم از که باشندمی ورودی سیگنال سرخ رنگ

 جریان همچنان و ندا 77.0mVآن ورودی در آن مقدار و 12.1mV به برابر rmsV ولتاژ خروجی

 (XMM2)مترامپیر  توســط خروجی در و 125.651fA مقدار به (XMM1)مترامپیر  توســط ورودی

 است. شدهداده نشان 219.551fA اندازهبه
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 (Common gate=CG)مشترک «گیت» کنندهتیتقو

 است یامرحله یک (JFET) ترانزیستور کنندهتیتقو حالت سه از یکی مشترک «گیت» کنندهتیتقو 

 ترانزیستور «رسسو » ترمینال مدار، در .شودمی استفاده جریان و ولتاژ کننده کنترول عنوانبه معمولا  که

 ســـیگنال ،شـــودمی وصـــل زمین به گیت و کرده عمل خروجی عنوانبه «درن» عمل، ورودی عنوانبه

ــو » به ورودی ــیگنال ،شــودمی اعمال «رسس ــ ،شــودمی گرفته «درن» از خروجی س  و ورودی یگنالس

 .(Devoret and Schoelkopf 2000)است واحد به نزدیک جریان بهره نیستند، فازهم خروجی

 
 (.۱۴۰۰همکاران، و )شبانی مشترک گیت کنندهتقویت مدار (۳شکل)

ـــکل  ـــان را مشـــترک گیت کنندهتیتقو مدار یک -الف (۳) ش  نوع این اینکه برای ،دهدمی نش

 شود دقت اگر ،میدهیم نشان -ب (۳شکل) در دوباره هاآن باشیم کرده درک یخوببه را کنندهتیتقو

ــکل نیدر ا نآ  خروجی و ورودی محل مدار اجزای از کیچیه محل ــت) نکرده تغییر ش ــبانیاس  و ش

  (.۱۴۰۰همکاران،

 Multisim توسط مشترک «گیت» کنندهیتتقو مدار آزمایش

ـــو » ۀکنندتیتقو مدار آزمایش مانند نیز را تجربه این   را Multisimمحیط باید اول ،مشـــترک «رسس

ماده عدا   و نموده آ عات ب نۀ از را ازیموردن قَ خا تاب طهم ک  فراخوانی Multisim کاری محیط در ربو

ـــاهد را خروجی و ورودی بین موردنظر یهاداده برنامه کردن با اجرا مدار، تهیه از بعد و کنیممی  همش

 :انددهیگرد ذکر زیر جدول در آزمایش نیدر ا ازیموردن قَعات ،کنیممی

 مشترک «گیت» ۀکنندتیتقو مدار یساز هیشب در ازیموردن قَعات مشخصات (۲جدول)

 تعداد قطعه مشخصات قطعه نام شماره

 N 1با کانال FET ترانزیستور 1

 Oscilloscope 1 اسیلوسکوپ 2

 Virtual Capacitor 3 خازن 3

 AC_VOLTAGE 1 متناوب سیگنال منبع 4

 Virtual Resistor 4 مقاومت 5
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او مني فصل بيدو کال د  ۱۴۰۲د  ګڼه، لومړۍکال،  لومړۍمجله،  ۍڅېړنیزه شپږ میاشتن -علمي د عینک لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې

 .است شدهیساز هیشب مشترک «گیت » ۀکنندتیتقو مدار آن در که دهدمی نشان را محیط (۴شکل)

 است. شدهیساز هیشب Multisim افزارنرم توسط که مشترک «گیت» ۀکنندتیتقو مدار (۴شکل)
ــکل) در  ــکرین روی (۴ش ــکوپ اس ــولیس ــیگنال آبی، رنگ به موج ،(XSC1)اوس  موج و خروجی س

 روجیخ مقدار آزمایش در این دارند، فاز تفاوت باهم دیگر که باشــندمی ورودی ســیگنال رنگسرخ

ــت. ۱۰.6mv آن ورودی در آن مقدار و ۵.۵۳mV به برابر rmsV ولتاژ  مدار ورودی جریان همچنان اس

ـــط خروجی و جریــان 6.68۱mA مقــدار بــه (XMM1)امپیرمتر در  انــدازهبــه (XMM2)امپیرمتر توس

87.۲7۵pA اندشدهداده نشان. 

 Common drain(CD)مشترک «درن» کنندهتیتقو
 بایاس از مدار این در اســت، شــدهداده (نشــان۵شــکل) در (CD) مشــترک «درن» کنندهتقویت دارم 

ستفاده سرخود ست، شدها  و ودشمی اعمال «گیت» به کو پلاژ خازن یک طریق از ورودی سیگنال ا

 زمین AC گنالسی مقابل در «درن» پایۀ مدار در این ،شودمی گرفته «رسسو » پایۀ از خروجی سیگنال

  .(Djalal and HR 2019)شودمی

 

 

 

 
 

 

 

 (.Thomas L. Buchla,2014)مشترک درن کنندهتیتقو (مدار۵شکل)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۱۴۰۲  تابستان و خزان ،تحصیلات عالی لوګر، سال اول، شماره اول ۀتحقیقی عینک مؤسس -علمی ۀدو فصلنام

 Voltage Gain ولتاژ بهره

out از عبارت ،هاکنندهتیتقو تمام مانند کنندهتیتقو مدار نیدر ا ولتاژ بهره 
v

in

V
A

V
 ،ـــت  برای اس

out رابَۀ توســط خروجی ولتاژ مشــترک «درن» ۀکنندتیتقو d SV I R ولتاژ همچنان و آمدهدســتبه 

in صــورتبه ورودی gs d SV V I R  ،ــو » هب «گیت» ولتاژ بهره رونیازا اســت ــَۀ «رسس رابَه بواس

/ ( )d S gs d SI R V I R بجای باجا ،شــودمی داده d m gsI g V بصــورت ولتاژ بهره فوق رابَۀ در 

 است: زیر رابَه

 (2)
1

m gs Sout m S
v v

in gs m gs S m S

g V RV g R
A A

V V g V R g R
  

 
 

ـــه ولتاژ بهره که کنید توجه اینجا در  ـــت. ۱ از کمتر همیش 𝑔𝑚𝑅𝑆  اگر اس ≫ ـــد،1  تقریب یک باش

1vA خوب   ــــت تاژ زیرا اس ـــورس» در خروجی ول تاژ با و بوده «س یت ول  فازهم )ورودی( گ

 توانمی آن دئالیا وضــعیت در مشــترک درن ندهکنتیتقو از .(Thomas L. Buchla,2014:805)اســت

ـــتفاده بافر مدار عنوانبه ـــتور در mg بودن محدود علت به عمل در نمود، اس  عدم و JFET ترانزیس

𝑔𝑚𝑅𝑆 شرط بزرگ، SRانتخاب امکان ≫ ـــودینم تأمین 1 ـــیدن برای عملی حلراه ،ش vA هب رس

ــتفاده جریان منبع یک از SR یجابه که اســت این بیک نزدیک  تأمین ضــمن جریان منبع نماییم، اس

 .(9713،یعشق ریماست) (دئالیا نهایت)حالتبی مقاومت دارای سیگنال ازنظر کار، نقَۀ DI جریان

سانایی یا هدایتmgفوق رابَۀ در ستور ر شان را JFETترانزی ستور نوع نیدر ا ،دهدمی ن  ولتاژ ترانزی

ندمی کنترول را «درن» جریان «گیت» ته بشـــمار JFET مهم یپارامترها از یکی mg رونیا ،ک  و رف

 :شودمی تعریف زیر صورتبه

(3)d
m

gs

I
g

V
 

 Multisim توسط مشترک «درن» کنندهیتتقو مدار زمایشآ 
 اول مشترک «گیت» و مشترک «رسسو » ۀکنندتیتقو مدارهای یساز هیشب مانند نیز یساز هیشب نیدر ا 

عدا   و نموده آماده را Multisimمحیط باید  کاری محیط در مربوطه کتابخانۀ از را ازیموردن قَعات ب

Multisim عد و کنیم وانیفراخ نداز راه از ب هده مدار، یا  :لیاز قب پارامترهای که کنیممی مشــــا

 و خروجی در rmsV ولتاژ همچنان و یو خروج ورودی هایجریان خروجی، و ورودی هایســـیگنال

 جدول در یساز هیشب نیدر ا ازیموردن قَعات ،(Guide n.d. 2018)دارند تفاوت چقدر مدار ورودی

 :انددهیگرد ذکر زیر
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 او مني فصل بيدو کال د  ۱۴۰۲د  ګڼه، لومړۍکال،  لومړۍمجله،  ۍڅېړنیزه شپږ میاشتن -علمي د عینک لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې

 مشترک درن ۀکنندتیقوت مدار یساز هیشب در ازیموردن قَعات مشخصات (۳جدول)

 تعداد قطعه مشخصات قطعه نام شماره

 N 2N5432 1 باکانال FET ترانزیستور 1

 Oscilloscope 1  اسیلوسکوپ 2

 Virtual Capacitor 2 خازن 3

 AC_VOLTAGE 1 متناوب سیگنال منبع 4

 Virtual Resistor 3 مقاومت 5

 Multimeter 2 متر ملتی 6

 CMOS Suplly(VDD) 1 ولتاژ منبع 7

 Ground 1 زمین منبع 8

 موج و خروجی ســیگنال ،رنگیآب موج ،(XSC1)اوســولیســکوپ اســکرین روی ( 6شــکل) در 

ـــیگنال ،رنگسرخ ـــدمی ورودی س  ژولتا خروجی مقدار آزمایش نیدر ا ،فازندهم گریباهم د که باش

rmsV 3.35 به برابرV 3.54 ورودی در آن مقدار وV ـــت  امپیر را مدار ورودی جریان همچنان و اس

قدار به (XMM1)متر یان و 117.879uA م ـــط مدار خروجی جر ندازهبه (XMM2)امپیرمتر توس  ا

826.601nA است. شدهداده نشان 

 
 است. شدهیساز هیشب Multisim توسط کهدهد می نشان را مشترک «درن» ۀکنندتیتقو مدار (6شکل)

 تحقیق هاییافته

ندۀیتتقو مدارهای هذا تحقیق در  ـــتور کن حه اثر ترانزیس عه ،(JFET)ســـا َال ند قرار موردم  تا گرفت

یک از هم و مشـــخص الکترونیکی مدارهای در هاآن کاربرد چگونگی ند، تفک ـــو  یهاداده ش

 به نســبت مشــترک «ســورس» کنندۀیتتقو مدار که دهدمی نشــان آزمایش انجام از بعد آمدهدســتبه

شترک «درن» مدارهای شترک، «گیت» و م ست بهتر ورودی جریان و ولتاژ تقویت برای م  چنانهم و ا
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 هجری شمسی ۱۴۰۲  تابستان و خزان ،تحصیلات عالی لوګر، سال اول، شماره اول ۀتحقیقی عینک مؤسس -علمی ۀدو فصلنام

 تفاوت ت،اســ بهتر دیگر مدارهای به نســبت ورودی جریان و ولتاژ کنترول برای مشــترک «گیت» مدار

 دید. (۴جدل) در توانمی را آمدهدستبه یهاداده

 JFETترانزیستور کنندۀیتتقو هایمدار  در آزمایش از آمدهدستبه هایداده (۴جدول)

 نوعیت

 مدار
 ورودی ولتاژ

 ولتاژ

 خروجی
 خروجی جریان ورودی جریان

 هایسیگنال فاز تفاوت

 وخروجی ورودی

 «سورس»

 مشترک
7.07mV 12.1mV 125.651fA 219.551fA 

 درجه ۱8۰ اندازه به

 دارند فاز تفاوت

 «گیت»

 مشترک
10.6mv 5.53mV 6.681mA 87.275pA دارند فاز تفاوت 

 «درن»

 مشترک
3.35V 3.54V 117.879uA 826.601nA اند همفاز 

 مناقشه

ـــتور هایپایه به با توجه  ـــاحه اثر ترانزیس ـــورس» کنندۀیتتقو یمدارها آن از توانمی ،(JFET)س  «س

 ورودی ادۀد یثبه ح متناوب ولتاژ سیگنال مدارها این به ساخت، را مشترک «درن» و «گیت» مشترک،

ــودمی داده ــیگنال آن از و ش ــدهیفتضــعتقویت/ متناوب ولتاژ س ــودیم گرفته خروجی عنوانبه ش  .ش

 و اژولت یرمقاد مشترک «سورس» کنندۀیتتقو مدار شودمی مشاهده آزمایش یهاداده از که گونههمان

ـــان ورودی جریان و ولتاژ یرمقاد از تربزرگ را خروجی جریان  و تاژول یرمقاد کهیدرحال ،دهدمی نش

 کمشتر  «رند» مدار در دیگر سوی از ،هستند ورودی یرمقاد از کمتر مشترک «گیت» مدار در جریان

ساوی باهم تقریبا   ورودی در ولتاژ یرمقاد ستند م  روجیخ جریان از تربزرگ خیلی ورودی جریان و ه

 گنالیســ ،کنندهیتتقو مدار ســه در خروجی و ورودی هایســیگنال شــکل داشــت نظر در با اســت.

 دۀکننیتتقو مدار در دارند، قرار حالت ســـه در و بوده متفاوت هم از نیز فاز ازنظر یو خروج ورودی

ــو » ــترک «رسس ــیگنال مش  دارند؛ فاز تفاوت درجه ۱8۰ ۀانداز به یگرباهم د خروجی و ورودی هایس

 مدار در و فازندهم روجیخ و ورودی هایســـیگنال مشـــترک «درن» کنندۀیتتقو مدار در کهیدرحال

شترک «گیت» کنندۀیتتقو ست؛ موجود خروجی و ورودی سیگنال میان فاز تفاوت م  ۀانداز به هن اما ا

ست ترینعمده از صفر. هم نه و درجه ۱8۰ ست خروجی هایداده به توجه تحقیق این آورد د  اب که ا

 JFETترانزیستور کنندۀیتتقو مدارهای از یکیکدام که شود ثابت تا اندشده مقایسه ورودی یهاداده

ـــیگنال کنندۀیتتقو یثبه ح یکالکترون صـــنعت در  و ولتاژ کنترول برای یکیکدام و ورودی هایس

ــتفاده الکترونیکی مدارهای در جریان ــوند،می اس ــایر کهیدرحال ش  مدارهای فقط تحقیق این منابع س

 را نابعم از خیلی حتی ،اندداده قرار موردبحث بیشتر یکتئور ازنظر را JFTETترانزیستور کنندۀیتتقو

 و رقب هایرشــته محصــلان به نخســت گام در تحقیق این نتایج .اندنکرده آزمایش عملی صــورتبه

 و کنند برقرار هرابَ عملی و یکتئور مباحث بین آزمایش نتایج مشاهدۀ با تا کندمی کمک الکترونیک

 نمایند. هاستفاد شان یقاتتحق منابع نامندیغ در تحقیق یناز ا تا کندمی کمک محققان به دوم گام
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 او مني فصل بيدو کال د  ۱۴۰۲د  ګڼه، لومړۍکال،  لومړۍمجله،  ۍڅېړنیزه شپږ میاشتن -علمي د عینک لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې

 گیرییجهنت

 :برشمرد گونهاین توانمی را گیرییجهنت هذا تحقیق ۀو مناقش هایافته مَالعۀ بعدازآن

 ساحۀ اثر ترانزیستور از (JFET) ساخت. ورودی سیگنال کنندۀیتتقو مدار نوع سه توانمی 

 و ولتاژ ورندۀآ  پایین و کننده کنترول یثبه ح نتوامی مشترک «گیت» کنندۀیتتقو مدار از 

 کرد. استفاده ورودی جریان

 ورودی انجری و ولتاژ کنندۀیتتقو یثبه ح توانمی مشترک «رسسو » کنندۀیتتقو مدار از 

 کرد. استفاده

 در ایستبمی است الکترونیک رشته عملی امکانات موجودیت عدم تحقیق یندر ا مانع ترینعمده از

 هب ارتباط در تا گرددمی پیشنهاد صمیمانه محققان و خوانندگان به داشت، قرار ققمح دسترس

 کار ییژهو همچنان و ،(JFET)ساحه اثر ترانزیستور انتقالی و خروجی مشخصۀ منحنی خصوصیات

 .یندکارنما ترانزیستور این خروجی مشخصۀ منحنی متخلف نواحی در ترانزیستور

 منابع

 و نشر چاپ شرکت ،یکیالکترون و الکتریکی قَعات تخصصی عرضه .(۱۴۰۰).کارانهم و ظریفیان جولایی، 
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Abstract 
 In this study, one of the field effect transistor (JFET) Application, which are AC 

input signal amplifier circuits, has been studied, and its purpose is to compare the 

amplifier circuits and simulate them by Multisim software rather than by testing 

the relevant theory. to test In this research, information has been collected by 

document analysis method and in the first step, amplifier circuits have been tried 

to be investigated theoretically and described by means of mathematical formulas, 

in the second step, JFET transistor amplifier circuits have been simulated by 

Multisim software . The results of this study show that three types of circuits can 

be designed with the JFET transistor in order to amplify and control input signals, 

which are: common "source" circuit, common "gate" circuit and common "drain" 

circuit. The common "source" circuit is used to amplify the voltage, and the 

common "gate" amplifier circuit is used to control the input voltage and current, 

and the common "drain" amplifier circuit is also used to lower the input current. 

The achievement of this study in the first step is the theoretical investigation of 

the amplifier circuits and in the second step is the simulation of the amplifier 

circuits by Multisim software, which can well establish a relationship between the 

theoretical topics and its practical aspects, the experience of the amplifier theorists 

in fact. It is the virtual laboratory that helps students to give practical and objective 

aspects to theoretical topics. 

Keywords: common source amplifier, common gate amplifier and common 

drain amplifier. 
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